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составляет 530 эВ и варьируется от 529,1 до 530,9 эВ). Широкая оболочка фотоэлектронных линий O 1s 
в области 531,0 –534,5 эВ связана с достаточно большим числом форм кислорода и его соединений, ад-
сорбированных на поверхности. Фотоэлектронная линия с энергией связи 531,9 эВ может соответство-
вать различным формам адсорбированного на поверхности кислорода, а также кислорода, включенного 
в гидроксильную группу.

Полученные температурные зависимости проводимости, представленные на рис. 3, показывают, что 
по мере десорбции кислорода проводимость пленок In2O3 возрастает, а сами температурные зависимости 
подчиняются уравнению (1). Тот факт, что в процессе термодесорбции кислорода энергия активации 
проводимости пленок In2O3 существенно изменялась, подтверждает прыжковый механизм проводи-
мости [4; 5] в этом материале, когда перенос электронов может осуществляться как по собственным 
состояниям с радиусом локализации a1, так и по примесным состояниям с радиусом локализации a2. 
В соответствии с формулой (1) все измеренные температурные зависимости являются линейными по 

координатам ln G – 1
kT

 (см. рис. 3). Это доказывает, что один из каналов переноса электронов (собствен-

ный или примесный) является, по сути, преобладающим.

Рис. 2. Рентгеновский фотоэлектронный спектр кислорода  
на поверхностных пленках In2O3

Fig. 2. X-ray photoelectron  
spectra of oxygen on In2O3 surface films

Рис. 1. СЭМ-изображение пленок In2O3 на слюде (а) и распределение их частиц по размерам (б ) 
Fig. 1. SEM images of In2O3 films on mica (a) and size distribution of their particles (b)


